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1．緒言 

Sb で部分置換した Mg2Sn 多結晶は高い出

力因子 (4.5 mW/mK2 @650 K) を示す一方で，

格子と両極性拡散による熱伝導率 κL + κBip が

高い (2.71 W/mK @650 K) ことが知られてい

る [1]．最近，我々はMg 空孔欠陥 (VMg) の導

入がMg2Sn 単結晶の κL + κBip の低減に有効で

あることを明らかにした[2]．本講演では，VMg 

を導入した Mg2Sn1-xSbx単結晶の熱電性能を報

告する． 

2．実験方法 

Mg2Sn1-xSbx 単結晶 (x = 0, 0.01, 0.02) は溶融

合成法によって作製された．原料の Mg (4N, 

grain), Sn (4N, powder), と Sb (5N, powder) を

タンマン管に詰め，さらに石英管に封入した．

石英管内部の圧力を Ar 1.6 気圧とした．VMg 

量の評価と熱伝導率の測定には，それぞれ単結

晶構造解析とレーザーフラッシュ法を用いた． 

3．結果と考察 

単結晶構造解析の結果，Sb 置換量 x の増加

に伴い VMg
 量は 12 (3) % から 5.3 (13) % ま

で減少し，格子定数は  6.7576 (2) Å から 

6.7719 (11) Å まで増加することがわかった．

以上の結果は，格子定数が増加するほど空孔欠

陥の形成エネルギーが低下するという Si で

報告されている傾向[3] と矛盾しない． 

Fig. 1 に κL + κBip の温度依存性を示す．κBip 

の寄与が少ない 400 K 以下では，作製した試

料の κL + κBip の値は同程度であった．これは，

Sb 置換によって点欠陥散乱が増加するものの，

VMg 量が逆に減少したため，結果的に κL が変

わらなかったためと考えられる。一方，450 K 

以上では， x の増加に伴い κL + κBip の値は減

少した．この結果は，Sb 置換によって両極性

拡散が起こる温度が上昇し， κBip が減少した

ためと考えられる．最小の κL + κBip は  x = 

0.02 単結晶で得られ ( 2 W/mK @ 650 K )，全

ての温度域で同じ置換量の多結晶[1] よりも低

い値を示した。つまり，VMg の導入によって

点欠陥散乱が増加したことが示唆された． 
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Fig. 1: Temperature dependence of κL+κBip of 
prepared single crystals
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